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新技術の概要

本技術は、任意の組成の窒化物半導体ナノ柱
状結晶群による省電力および大面積化が可能、
かつ高輝度高安定性の面型照明デバイスや高表
示性能高信頼性のディスプレイなどを、低コストか
つ大面積対応可能な多結晶Si基板の上に直接形
成することが可能な技術である。
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従来技術とその問題点

・ミニLEDディスプレイから大面積型マイクロLED

ディスプレイへ
（個別LED実装型から大面積モノリシック型へ）

・点光源型照明からストレスフリーの柔らかな面光
源型照明へ
→大面積対応可能な基板(多結晶または非晶
質)上への成長
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新技術の特徴・従来技術との比較
• 直接，非単結晶基板上にGaN系LEDを作製した報告例
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・これらに対して本技術は多結晶Si基板（キャスト法）を使用
形状の制限が少ない，レアメタルと比べて資源が豊富，導電性，低コスト太陽電池での

実績
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新技術の特徴
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新技術の特徴
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• 任意の組成の垂直配向した窒化物半導体ナ
ノ柱状結晶群を多結晶Si基板上に直接成長
できる。

• 上記により、各種の省電力および大面積化が
可能な窒化物系光電変換デバイスが形成し
やすくなる。

• 現時点では可視単色光および白色光の発光
デバイスが上記基板上に直接得られている。

新技術の特徴
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新技術の特徴・従来技術との比較

従来、低コストかつ大面積化が可能な多結晶Si

基板の上には標記のような窒化物半導体ナノ柱
状結晶群による光電変換デバイスを直接形成した
例はなかった。

この技術により標記のような省電力および大面
積、かつ高性能高信頼性の光電変換デバイスが
実現される可能性が出てきた。
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想定される用途

• 高輝度長寿命大面積面型照明

• 高表示性能超薄型ディスプレイ

• 高効率低コスト太陽電池

• その他
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実用化に向けた課題

• 多結晶Si基板上に当該ナノ柱状結晶群を形
成し、発光デバイスを得ることが可能であるこ
とは示された。しかし、より簡素化された製造
装置・プロセスが必要と思われる。

• 多結晶Si基板に関しても、過度なスペックを削
り落とし，より適したものを開発することができ
れば、更なる低コスト化につながると考えられ
る。
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企業への期待

• 製造装置・プロセスの簡素化により実用化が
現実的なものになると考えられるため、より簡
素化した製造装置・プロセスの共同開発を希
望します。

• 多結晶Si基板について本目的に最適なスペッ
クを検討し、その製造プロセスの共同開発を
希望します。
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本技術に関する知的財産権
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本技術に関する知的財産権
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